
(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자   2012년06월25일

(11) 등록번호   10-1157971
(24) 등록일자   2012년06월13일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

      G02F 1/1337 (2006.01)
(21) 출원번호       10-2005-0105437

(22) 출원일자       2005년11월04일

     심사청구일자   2010년10월29일 

(65) 공개번호       10-2007-0048397

(43) 공개일자       2007년05월09일

(56) 선행기술조사문헌

JP09244027 A

JP09230350 A

KR1020020031454 A

(73) 특허권자

엘지디스플레이 주식회사

서울특별시 영등포구 여의대로 128(여의도동)

(72) 발명자

김현호

경기도 광명시 철산로 57, 철산주공13단지아파트
1311동 1206호 (철산동)

양명수

경기도 군포시 고산로677번길 34, 1337동 705호
(산본동, 개나리아파트)

(74) 대리인

김용인, 심창섭

전체 청구항 수 : 총  11  항  심사관 :    차건숙

(54) 발명의 명칭 액정표시소자의 제조방법

(57) 요 약

본 발명은 제1기판 및 제2기판을 준비하는 공정; 상기 제1기판 및 제2기판 중 적어도 하나의 기판 상에 배향막

을 도포하는 공정; 상기 배향막이 도포된 기판 상에 러빙공정을 수행하는 공정; 상기 배향막이 도포된 기판 상

에 편광된 UV를 조사하는 공정; 및 상기 제1기판 및 제2기판 사이에 액정층을 형성하는 공정을 포함하여 이루

어지며, 이때, 상기 편광된 UV를 조사하는 공정은 문턱전압 이상의 전압으로 UV를 인가하고 그 후 문턱전압 보

다 낮은 전압으로 UV를 인가하는 것을 특징으로 하는 액정표시소자의 제조방법에 관한 것으로서, 

본 발명에 의하면 편광된 UV를 조사함에 있어서 문턱전압 이상의 전압으로 UV를 인가하고 그 후 문턱전압 보다

낮은 전압으로 UV를 인가함으로써, 편광된 UV 조사시 원하지 않는 고분자 측쇄의 분해를 방지하여 보다 균일하

게 정렬된 배향막을 얻을 수 있어, 결국 빛샘의 발생을 방지할 수 있다.  

대 표 도 - 도6
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특허청구의 범위

청구항 1 

제1기판 및 제2기판을 준비하는 공정;

상기 제1기판 및 제2기판 중 적어도 하나의 기판 상에 배향막을 도포하는 공정;

상기 배향막이 도포된 기판 상에 러빙공정을 수행하는 공정;

상기 배향막이 도포된 기판 상에 편광된 UV를 조사하는 공정; 및

상기 제1기판 및 제2기판 사이에 액정층을 형성하는 공정을 포함하여 이루어지며, 

이때, 상기 편광된 UV를 조사하는 공정은 문턱전압 이상의 전압으로 UV를 인가하고 그 후 문턱전압 보다 낮은

전압으로 UV를 인가하는 것을 특징으로 하는 액정표시소자의 제조방법.  

청구항 2 

제1항에 있어서, 

상기 편광된 UV를 조사하는 공정은 200nm 내지 400nm의 파장범위를 갖는 편광된 UV를 조사하는 것을 특징으로

하는 액정표시소자의 제조방법. 

청구항 3 

제2항에 있어서, 

상기 편광된 UV를 조사하는 공정은 1 내지 2 mJ/cm
2

ㆍs의 문턱전압 이상의  전압을 100초 내지 200초간 편광

된 UV를 조사하고, 1 내지 2 mJ/cm
2

ㆍs 의 문턱전압 보다 낮은 전압을 100초 내지 200초간 편광된 UV를 조사

하는 것을 특징으로 하는 액정표시소자의 제조방법.  

청구항 4 

제1항에 있어서, 

상기 러빙공정과 편광된 UV 조사공정은 동시에 수행되는 것을 특징으로 하는 액정표시소자의 제조방법. 

청구항 5 

제1항에 있어서, 

상기 러빙공정이 상기 편광된 UV 조사공정 이전에 수행되는 것을 특징으로 하는 액정표시소자의 제조방법. 

청구항 6 

제1항에 있어서, 

상기 러빙공정이 상기 편광된 UV 조사공정 이후에 수행되는 것을 특징으로 하는 액정표시소자의 제조방법. 

청구항 7 

제1항에 있어서, 

상기 편광된 UV를 조사하는 공정은 편광된 UV를 기판 전면에 조사하여 수행하는 것을 특징으로 하는 액정표시

소자의 제조방법. 

청구항 8 

제1항에 있어서,

상기 러빙공정에 의해 배향막의 배향방향과 상기 편광된 UV 조사공정에 의한 배향막의 배향방향은 서로 일치

하는 것을 특징으로 하는 액정표시소자의 제조방법. 
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청구항 9 

제1항에 있어서, 

상기 편광된 UV를 조사하는 공정은 부분편광 또는 선편광된 UV를 조사하는 것을 특징으로 하는 액정표시소자

의 제조방법.

청구항 10 

제1항에 있어서, 

상기 배향막을 도포하는 공정은 폴리이미드(Polyimide), 폴리아믹 에시드(Polyamic acid), 폴리비닐신나메이

트(polyvinylcinnamate),  폴리아조벤젠(polyazobenzene),  폴리에틸렌이민(Polyethyleneimine),  폴리비닐알콜

(Polyvinyl  alcohol),  폴리아미드(Polyamide),  폴리에틸렌(Polyethylene),  폴리스틸렌(Polystylene),  폴리페

닐렌프탈아미드(Polyphenylenephthalamide), 폴리에스테르(Polyester), 폴리우레탄(Polyurethane), 및 폴리메

틸 메타크릴레이트(Polymethyl methacrylate)로 구성된 군에서 선택된 고분자물질을 도포하는 것을 특징으로

하는 액정표시소자의 제조방법. 

청구항 11 

제1항에 있어서,

상기 제1기판 및 제2기판 사이에 액정층을 형성하는 공정은

상기 제1기판 및 제2기판 중 어느 하나의 기판 상에 주입구 없는 씨일재를 형성하는 공정; 

상기 제1기판 및 제2기판 중 어느 하나의 기판 상에 액정을 적하하는 공정; 및 

상기 제1기판 및 제2기판을 합착하는 공정으로 이루어진 것을 특징으로 하는 액정표시소자의 제조방법.

명 세 서

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시소자에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 액정표시소자에서 액정의 초기배향을 위한 배향막[0012]

에 관한 것이다.    

표시화면의 두께가 수 센치미터(cm)에 불과한 초박형의 평판표시소자(Flat Panel Display) 중에서 액정표시소[0013]

자는 동작 전압이 낮아 소비 전력이 적고 휴대용으로 쓰일 수 있는 등의 이점으로 노트북 컴퓨터, 모니터, 우

주선, 항공기 등에 이르기까지 응용분야가 넓고 다양하다.

액정표시소자는 일반적으로 컬러필터층이 형성된 컬러필터기판, 상기 컬러필터 기판과 대향되며 박막트랜지스[0014]

터가 형성된 박막트랜지스터 기판, 및 상기 컬러필터기판 및 박막트랜지스터기판 사이에 형성된 액정층을 포

함하여 구성된다.

이와 같은 액정표시소자는 상기 액정층의 배향방향이 전압인가에 의해 변경되어 빛의 투과도가 조절됨으로써[0015]

화상이 재현되게 된다. 따라서, 전압인가를 위해서 상기 박막트랜지스터 기판 및 컬러필터 기판에 전극이 형

성되게 되는데, 박막트랜지스터 기판에 화소전극이 배치되고 컬러필터기판에 공통전극이 배치되어 양 기판 사

이에 수직의 전계가 형성되는 경우(예로, TN(Twisted nematic)모드)도 있고, 박막트랜지스터 기판에 화소전극

과  공통전극이  평행하게  배치되어  수평의  전계가  형성되는  경우(예로,  IPS(In-plane  Switching)  모드)도

있다. 

도 1은 일반적인 TN 모드 액정표시소자의 분해 사시도를 나타낸 것이다. [0016]

도 1에서 알 수 있듯이, 박막트랜지스터 기판(10)에는 게이트 라인(12) 및 데이터 라인(14)이 교차 형성되어[0017]

있고, 그 교차영역에 박막트랜지스터(T)가 형성되어 있으며, 박막트랜지스터(T)와 연결되어 화소전극(16)이

형성되어 있다. 또한 컬러필터기판(20)에는 빛의 누설을 방지하기 위한 차광층(22)이 형성되어 있고, 차광층
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(22) 사이에 R, G, B의 컬러필터층(24)이 형성되어 있으며, 그 위에 공통전극(25)이 형성되어 있다. 

여기서, 박막트랜지스터 기판(10)에 형성된 화소전극(16)과 컬러필터기판(20)에 형성된 공통전극(25) 사이에[0018]

서 수직의 전계가 형성되고, 그에 따라 액정의 배향 방향이 조절되게 된다.

상기 구조의 양 기판(10, 20)은 그 후 합착 되어 하나의 액정패널을 형성하며, 이때, 양 기판(10, 20) 사이에[0019]

는 액정층이 형성되게 된다. 

한편, 상기 액정층이 양 기판(10, 20) 사이에서 임의로 배열되어 있으면 액정층의 일관된 분자배열을 얻기가[0020]

어려우므로, 도시하지는 않았지만, 박막트랜지스터기판(10) 및 컬러필터기판(20)에 액정의 초기 배향을 위한

배향막이 형성된다.  

이와 같은 액정의 초기 배향을 위한 배향막은 종래에는 주로 러빙배향법을 이용하여 형성하였다.  [0021]

상기 러빙배향법은 기판 상에 폴리이미드와 같은 유기 고분자를 박막의 형태로 도포하고 경화시킨 후, 러빙포[0022]

가 감겨진 러빙롤을 회전시켜 상기 박막 형태의 유기 고분자를 문지름으로써 유기 고분자의 쇄방향을 일정하

게 정렬시키는 공정으로 이루어진다. 

상기 러빙배향법에 의해 유기 고분자의 측쇄가 정렬된 방향으로 액정이 배향되게 되며, 따라서, 러빙롤의 이[0023]

동방향이 액정의 배향방향이 되는 것이다.

그러나, 러빙배향법은 다음과 같은 단점이 있다. [0024]

첫째, 러빙포의 배열이 흐트러질 경우 빛샘의 문제가 발생될 수 있다. [0025]

도 2는 러빙포의 배열이 흐트러지는 경우를 보여주기 위한 개략적 사시도이다.[0026]

전술한 바와 같이 기판 위에는 박막트랜지스터, 컬러필터층, 및 전극층과 같은 구조물이 형성되어 있으므로,[0027]

도 2에서 알 수 있듯이, 러빙롤(30)이 기판(10 또는 20) 위에 형성된 상기 구조물 위를 회전할 때 러빙롤(3

0)에 감겨진 러빙포(32)의 일부(32a)에서 그 배열이 흐트러질 수 있다. 그와 같이 러빙포가 흐트러지면 흐트

러진 러빙포에 의해 러빙된 기판 상의 영역은 유기 고분자가 정렬하지 못하게 되어, 결국, 그 영역에서 액정

의 배향이 균일하지 못하여 빛샘이 발생되게 된다. 

둘째, 러빙포가 기판과 접촉하지 못할 경우 빛샘의 문제가 발생할 수 있다. [0028]

도 3은 러빙포가 기판과 접촉하지 못하는 경우의 액정배열 상태를 보여주기 위한 개략적 사시도이다. [0029]

전술한 바와 같이 기판 위에는 화소전극 및 공통전극과 같은 전극층이 형성되어 있다. 따라서, 도 3과 같이,[0030]

기판(10) 위의 전극층의 단차로 인해서 러빙포(32)가 기판과 접촉하지 못하는 영역(A 영역)이 생기게 된다.

이 경우는 그 영역(A 영역)에서 액정의 배향이 균일하지 못하게 되어 결국 빛샘 현상이 발생되게 된다.  

이와 같이, 러빙배향법은 러빙포의 배열이 흐트러지거나 또는 러빙포가 기판과 접촉하지 못하여 러빙이 원활[0031]

히 수행되지 못함으로써 결국 빛샘이 발생되는 문제점을 안고 있다. 

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상기 종래의 문제점을 해결하기 위해서 고안된 것으로서, [0032]

본 발명의 목적은 러빙공정이 원활히 수행되지 못해 발생하는 빛샘문제를 해결할 수 있는 액정표시소자의 제[0033]

조방법을 제공하는 것이다. 

    발명의 구성 및 작용

본 발명은 상기 목적을 달성하기 위해서, 제1기판 및 제2기판을 준비하는 공정; 상기 제1기판 및 제2기판 중[0034]

적어도 하나의 기판 상에 배향막을 도포하는 공정; 상기 배향막이 도포된 기판 상에 러빙공정을 수행하는 공

정; 상기 배향막이 도포된 기판 상에 편광된 UV를 조사하는 공정; 및 상기 제1기판 및 제2기판 사이에 액정층

을 형성하는 공정을 포함하여 이루어지며, 이때, 상기 편광된 UV를 조사하는 공정은 문턱전압 이상의 전압으

로 UV를 인가하고 그 후 문턱전압 보다 낮은 전압으로 UV를 인가하는 것을 특징으로 하는 액정표시소자의 제

조방법을 제공한다.  

본 발명의 첫 번째 특징은 러빙공정에 의해 발생되는 빛샘 문제를 UV조사공정을 통해 해결하도록 한 데 있다. [0035]

도 4에서 알 수 있듯이, 배향막에 편광된 UV를 조사하면 편광방향에 위치한 측쇄의 결합이 분해되어 결국 편[0036]
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광방향에 수직한 방향의 측쇄 만이 남게 되어 그 방향으로 액정이 배향될 수 있게 된다. 따라서, 러빙공정 후

정렬되지 못한 배향막에 편광방향을 조절하여 UV를 조사할 경우 균일한 액정배향막을 얻을 수 있어 빛샘 문제

가 해결될 수 있다. 

본 발명의 두 번째 특징은 편광된 UV를 조사함에 있어서 문턱전압 이상의 전압으로 UV를 인가하고 그 후 문턱[0037]

전압 보다 낮은 전압으로 UV를 인가하는 데 있다. 

여기서, 문턱전압이라 함은 편광된 UV조사시 배향막의 측쇄의 결합이 분해되는 전압을 의미한다. [0038]

러빙공정 후 정렬되지 못한 배향막을 일정한 방향으로 정렬시키기 위해서는 문턱전압 또는 그 이상의 편광된[0039]

UV를 조사해야 하는데, 문턱전압 또는 그 이상의 편광된 UV를 계속해서 조사할 경우, 배향방향과 일치하지는

않지만 배향방향과 유사한 방향으로 정렬된 고분자의 측쇄까지 분해되는 경우가 발생할 수 있어 오히려 액정

의 균일한 배향에 악영향을 미칠 수 있게 된다.  

따라서, 본 발명은 처음에는 문턱전압 이상의 편광된 UV를 조사하고 그 후에는 문턱전압보다 낮은 편광된 UV[0040]

를 조사함으로써 원하지 않는 고분자 측쇄의 분해를 방지하도록 한 것이다. 

여기서,  상기  편광된 UV를  조사하는 공정은 200nm  내지  400nm의 파장범위를 갖는 편광된 UV를 조사할 수[0041]

있다. 

또한, 상기 편광된 UV를 조사하는 공정은 1 내지 2 mJ/cm
2

ㆍs의 문턱전압 이상의  전압을 100초 내지 200초[0042]

인가하고, 1 내지 2 mJ/cm
2

ㆍs 의 문턱전압 보다 낮은 전압을 100초 내지 200초 인가할 수 있다.   

이하, 도면을 참조로 본 발명의 바람직한 실시예에 대해서 보다 상세히 설명한다.[0043]

도 5a 내지 도 5e는 본 발명의 일 실시예에 따른 액정표시소자의 제조공정을 도시한 개략적인 단면도이다.  [0044]

우선, 도 5a와 같이, 제1기판(100) 및 제2기판(200)을 준비한다.  [0045]

도시하지는 않았지만, 상기 제1기판(100) 상에는 서로 교차 형성되어 화소영역을 정의하도록 게이트 배선 및[0046]

데이터 배선이 형성되어 있고, 상기 게이트 배선 및 데이터 배선의 교차영역에 게이트 전극, 소스 전극, 및

드레인 전극을 포함하여 구성된 박막트랜지스터가 형성되어 있고, 그리고 상기 박막트랜지스터의 드레인 전극

과 연결되도록 상기 화소영역에 화소전극이 형성되어 있다. 

상기 제2기판(200) 상에는 빛의 누설을 방지하는 차광층이 형성되어 있고, 상기 차광층 위에 녹색, 적색, 및[0047]

청색의 컬러필터층이 형성되어 있고, 그리고 상기 컬러필터층 상부에 공통전극이 형성되어 있다. 

다만, 소위 IPS(In-plane switching) 모드 액정표시소자의 경우에는 상기 공통전극이 상기 제2기판(200)에 형[0048]

성되지 않고 상기 제1기판(100) 상에서 상기 화소전극과 평행하게 배열되어 횡전계를 유도하게 된다. 

그 후, 도 5b와 같이 제1기판(100) 상에 배향막(120)을 도포한다.[0049]

도면에는 제1기판(100) 상에 배향막(120)을 도포하는 공정만을 도시하였지만, 제2기판(200) 상에도 배향막을[0050]

도포할 수 있다.  

상기 배향막(120)은 상기 후술할 러빙공정 및 UV조사공정에 의해 배향방향이 정렬될 수 있는 물질이면 어느[0051]

것이나 가능하며, 바람직하기로는 폴리이미드(Polyimide), 폴리아믹 에시드(Polyamic acid), 폴리비닐신나메

이트(polyvinylcinnamate),  폴리아조벤젠(polyazobenzene),  폴리에틸렌이민(Polyethyleneimine),  폴리비닐알

콜(Polyvinyl  alcohol),  폴리아미드(Polyamide),  폴리에틸렌(Polyethylene),  폴리스틸렌(Polystylene),  폴리

페닐렌프탈아미드(Polyphenylenephthalamide), 폴리에스테르(Polyester), 폴리우레탄(Polyurethane), 및 폴리

메틸 메타크릴레이트(Polymethyl methacrylate)에서 선택된 고분자물질을 사용한다. 

배향막(120) 도포공정은 전술한 바와 같은 고분자물질을 인쇄하는 공정 및 인쇄한 고분자물질을 경화하는 공[0052]

정을 통해 수행될 수 있다. 

그 후, 도 5c와 같이, 상기 배향막(120)이 도포된 제1기판(100) 상에 러빙공정을 수행한다. [0053]

상기 러빙공정은 러빙포(310)가 부착된 러빙롤(300)을 원하는 배향방향으로 회전시켜 수행한다. [0054]

그 후, 도 5d에서와 같이, 상기 제1기판(100)에 UV조사장치(400)를 이용하여 편광된 UV를 조사한다. [0055]

상기 편광된 UV를 조사하는 공정은 문턱전압 이상의 전압으로 UV를 인가하고 그 후 문턱전압 보다 낮은 전압[0056]
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으로 UV를 인가하여 수행한다. 

여기서, 문턱전압은 전술한 바와 같이, 편광된 UV조사시 배향막의 측쇄의 결합이 분해되는 전압을 의미하는[0057]

것으로서, 편광된 UV의 파장범위, 적용되는 배향막의 종류 등에 따라 변경될 수 있다. 

상기 편광된 UV의 파장범위는 특별히 한정되지는 않지만 200nm 내지 400nm의 파장범위가 바람직하며, 이 파장[0058]

범위의 경우, 1 내지 2 mJ/cm
2

ㆍs의 문턱전압 이상의 전압으로 100초 내지 200초간 편광된 UV를 조사하고, 1

내지 2 mJ/cm
2

ㆍs 의 문턱전압 보다 낮은 전압으로 100초 내지 200초간 편광된 UV를 조사할 수 있다. 

상기 편광된 UV조사공정은 상기 러빙공정을 수행한 후에 수행하는 것이 바람직하지만, 반듯이 이에 한정되는[0059]

것은 아니고, UV조사공정과 러빙공정을 동시에 수행할 수도 있으며, UV조사공정을 먼저 수행하고 그 후에 러

빙공정을 수행하는 것도 가능하다.  

상기 편광된 UV조사공정은 러빙공정 후에도 배향방향으로 정렬하지 못한 배향막을 정렬하기 위한 것이므로 그[0060]

영역에만 편광된 UV를 조사하는 것도 가능하지만, 기판 전면에 편광된 UV를 조사하는 것이 공정을 단순화할

수 있어 보다 바람직하다. 

상기 러빙공정에 의해 배향막의 배향방향과 상기 편광된 UV 조사공정에 의한 배향막의 배향방향은 서로 일치[0061]

해야 하므로, 편광된 UV조사공정시 편광방향을 적절히 선택해서 수행해야 한다. 

상기 편광된 UV조사공정은 부분편광 또는 선편광된 UV를 이용하여 수행할 수 있다. [0062]

그 후, 도 5e와 같이, 배향막(120, 220)이 각각 형성된 제1기판(100) 및 제2기판(200) 사이에 액정층(500)을[0063]

형성하여 액정표시소자를 완성한다. 

상기 액정층(500)을 형성하는 공정은 진공주입법 또는 액정적하법을 이용하여 수행할 수 있다. [0064]

진공주입법은 상기 양 기판(100, 200) 중 어느 하나의 기판 상에 주입구 있는 씨일재를 형성하고, 상기 양 기[0065]

판(100, 200)을 합착한 후, 상기 주입구를 통해 액정을 주입시키는 방법이다. 

액정적하법은 상기 양 기판(100, 200) 중 어느 하나의 기판 상에 주입구 없는 씨일재를 형성하고, 상기 양 기[0066]

판(100, 200) 중 어느 하나의 기판 상에 액정을 적하한 후, 상기 양 기판(100, 200)을 합착하는 방법이다. 

이상 본 발명의 바람직한 실시예에 대해서 설명하였지만, 본 발명은 상기 실시예에 한정되는 것은 아니고, 당[0067]

업자에게 자명한 범위 내에서 변경실시할 수 있는 범위내이다.  

이하, 본 발명에 따라 제조된 액정표시소자에 대한 빛샘 결과를 실험예 및 비교예를 통해 설명하기로 한다. [0068]

비교예 1[0069]

배향막으로 폴리이미드를 이용하여 러빙공정만을 수행하여 IPS 모드 액정표시소자를 제조하였다.[0070]

비교예 2[0071]

배향막으로 폴리이미드를 이용하여 러빙공정 및 편광된 UV조사공정을 수행하여 IPS 모드 액정표시소자를 제조[0072]

하였다.

여기서, 편광된 UV조사공정은 1.47 mJ/cm
2

ㆍs의 문턱전압을 340초간 일정하게 인가하였다(도 6참조). [0073]

실험예[0074]

배향막으로 폴리이미드를 이용하여 러빙공정 및 편광된 UV조사공정을 수행하여 IPS 모드 액정표시소자를 제조[0075]

하였다.

여기서, 편광된 UV조사공정은 문턱전압보다 높은 2.94  mJ/cm
2

ㆍs을 120초간 인가한 후, 문턱전압보다 낮은[0076]

0.6682 mJ/cm
2

ㆍs을 200초간 인가하였다(도 6참조). 

빛샘실험결과[0077]

상기 비교예 1, 2, 및 실험예에 따라 제조된 액정표시소자에 대해서 빛샘여부에 대해서 실험하였다. 그 결과[0078]

는 도 7a 내지 도 7c에 도시하였다.  
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도 7a 내지 도 7c는 각각 비교예 1, 2, 및 실험예에 따라 제조된 액정표시소자의 빛샘실험결과이다. [0079]

도 7a에서 도 7c로 갈수록 빛샘 발생이 줄어드는 것을 확인할 수 있는 바, 러빙공정만 수행한 경우에 비하여[0080]

러빙공정과 더불어 편광된 UV조사공정을 병행한 경우가 빛샘 발생이 감소함을 알 수 있으며, 편광된 UV를 문

턱전압으로 일정하게 조사하는 것보다는 문턱전압보다 높은 전압을 인가하고 그 후에 문턱전압보다 낮은 전압

을 인가하는 것이 빛샘을 줄이는 데 효과적임을 알 수 있다. 

    발명의 효과

상기 본 발명에 의하면, 러빙공정과 더불어 편광된 UV조사공정을 수행함으로써, 러빙공정시 러빙포의 배열이[0081]

흐트러지거나 또는 러빙포가 기판과 접촉하지 못하여 러빙이 원활히 수행되지 못한다 하더라도 균일하게 정렬

된 배향막을 얻을 수 있어, 결국 빛샘의 발생을 방지할 수 있다.  

또한, 본 발명은 편광된 UV를 조사함에 있어서 문턱전압 이상의 전압으로 UV를 인가하고 그 후 문턱전압 보다[0082]

낮은 전압으로 UV를 인가함으로써, 편광된 UV 조사시 원하지 않는 고분자 측쇄의 분해를 방지하여 보다 균일

하게 정렬된 배향막을 얻을 수 있어, 결국 빛샘의 발생을 방지할 수 있다.  

도면의 간단한 설명

도 1은 일반적인 TN 모드 액정표시소자의  분해사시도이다. [0001]

도 2 및 도 3은 종래의 러빙배향법의 문제점을 보여주기 위한 도면이다. [0002]

도 4는 본 발명에 따른 편광된 UV조사공정에 의해 배향막의 측쇄가 분해되는 모습을 보여주는 도이다. [0003]

도 5a 내지 도 5e는 본 발명의 일 실시예에 따른 액정표시소자의 제조공정을 도시한 개략적인 단면도이다. [0004]

도 6은 본 발명에 따라 제조된 액정표시소자의 빛샘효과를 보여주기 위한 실험예를 도시한 것으로서, 본 발명[0005]

에 따라 문턱전압보다 높은 전압을 인가하고 그 후에 문턱전압보다 낮은 전압을 인가하는 공정(실험예)과 문

턱전압을 일정하게 인가하는 공정(비교예 2)을 보여주는 그래프이다. 

도 7a 내지 도 7c는 각각 비교예 1, 2, 및 실험예에 따라 제조된 액정표시소자의 빛샘실험결과를 보여주는 사[0006]

진이다. 

<도면의 주요부의 부호에 대한 설명>[0007]

100: 제1기판                 200: 제2기판[0008]

120, 220: 배향막             300: 러빙롤[0009]

310: 러빙포                  400: UV조사장치[0010]

500: 액정층[0011]
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摘要(译)

本发明提供一种制造半导体器件的方法，包括：制备第一基板和第二基
板;在第一基板和第二基板中的至少一个上施加取向膜;在涂有取向膜的基
板上进行摩擦处理;将偏振的UV照射到涂有取向膜的基板上;并且在第一
基板和第二基板之间形成液晶层。在照射偏振UV的步骤中，以等于或高
于阈值电压的电压施加UV，然后施加低于阈值电压的电压。制造液晶显
示装置的方法本发明涉及一种制造液晶显示装置的方法，其中以高于阈
值电压的电压施加UV，并且以低于阈值电压的电压施加偏振UV， ，当
用偏振UV照射时，可以防止聚合物侧链的不希望的分解，从而获得更均
匀取向的取向膜，结果，可以防止发生漏光。
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